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LaH10における 260 Kの高温超伝導の発見から [1]、希土類水素化物は注目を集めているが、希

土類水素化物は、電気伝導性や光学特性の水素量依存性が大きいことでも知られている [2]。物性

を詳細に調べるためには、エピタキシャル薄膜など高結晶性の試料が有用だが、希土類水素化物

エピタキシャル薄膜の合成報告は少ない [3, 4]。我々は、LaHxエピタキシャル薄膜を初めて合成

し、水素量を制御することにより、金属絶縁体転移を観測したので報告する。 

反応性マグネトロンスパッタ法により、La 金属ターゲ

ットを用い、基板温度 300 ºC および Ar/H2混合ガス 0.02 

Torr (H2濃度: 3.6 ％)雰囲気中で、CaF2(111)単結晶基板上

に LaHx (70 nm)薄膜を成膜した。その後、室温で保護層と

して Si3N4 (5 nm)薄膜を成膜した。ここで、LaHx 薄膜と

Si3N4薄膜の成膜時間間隔を 0 minと 60 minと変化させた。 

X線回折測定 (Fig. 1)とラマン散乱測定から、成膜時間の

間隔が 0 minと 60 minの試料は、それぞれ LaH3と LaH2

の単相エピタキシャル薄膜であった。これらの結果から、

Si3N4薄膜にはLaHx成膜後の水素脱離を阻止する効果があ

り、LaHx成膜と Si3N4成膜の時間間隔が、薄膜中の水素量

を制御するパラメータとなることがわかった。電気抵抗率

の温度依存性では、LaH3エピタキシャル薄膜は絶縁体的、

LaH2 エピタキシャル薄膜は金属的な伝導を示した (Fig. 

2)。LaHxエピタキシャル薄膜における水素量制御による金

属絶縁体転移の初めての観測である。当日は、結晶成長や

電気伝導性の詳細についても講演する。 
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Fig. 1 X-ray diffraction patterns of  

LaHx epitaxial thin films. 

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2


 (


c
m

)

3002001000

T (K)

LaH3 (0 min)

 

LaH2 (60 min)

 

Fig. 2 Temperature dependence of 

resistivity for LaHx epitaxial films. 
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